
UKD 621.382.3 

N O R M A BRANŻOWA BN-B7 

ELEMENTY 
3375-31/09 

PÓŁPRZEWODN I KOWE Tranzystory typu BF 196 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są szcze
gółowe wymagania dotyczące tranzystorów krzemo
wych n-p-n małej mocy, wielkiej częstotliwości wyko
nanych technologią epitaksjalno-planarną typu BF 196 
w obudowie plastykowej , przeznaczonych do sprzętu 
powszechnego użytku oraz urządzeń wymagających za
stosowania elementów o wysokiej i bardzo wysokiej 
jakości . 

Tranzystory BF 196 przeznaczone są do stosowania 
we wzmacniaczach pośredniej częstotliwości wizji i w 
stopniach automatycznej regulacji wzmocnienia OTV. 

Kategoria klimatyczna dla tranzystorów: 

- standardowej jakości (poziom jakości I) - 401 
125/04, 

wysokiej jakości (poziom jakości III) - 4011251 
21, 

bardzo wysokiej jakości (poziom jakości IV) -
40/125/56. 

2. Przykład oznaczenia tranzystorów 

a) standardowej jakości: 
TRANZYSTOR BF 196 BN-87/3375-3l/09 

b) wysokiej jakości: 
TRANZYSTOR BF 196/3 BN-87/3375-31/09 

c) bardzo wysokiej jakości : 

TRANZYSTOR BF 196/4 BN-87/3375-31/09 

3. Cechowanie tranzystorów powinno zawierać na-
stępujące dane: 

a) nazwę prOducenta lub znak fabryczny, 
b) oznaczenie typu, 
c) oznaczenie dodatkowe dla tranzystorów wysokiej 

bardzo wysokiej jakości . 

Tranzystory wysokiej jakości powinny być oznako
wane cyfrą 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakości 
cyfrą 4 umieszczoną po oznaczeniu typu. 

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzeń tranzystorów 
- wg rysunku i tabl. l. 

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 
- CE 36. 
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Obudowa CE 36 

Tablica l. Wymiary obudowy CE 36 

Symbol Wymiary w mm Symbol Wymiary w mm 
wymiaru 

mm nom max 
wymiaru 

mm nom max 

A - - 5,60 e - 2,54 1) -

A, - - 7,80 e, 2,00 - 2,50 

A, - - 4,00 e, 1,35 - 1,75 

b , - 1,6 ' ) - j 1,10 - 1,30 

b, 1,15 - 1,25 L 4,00 - 4.30 

b J 0,70 - 0,80 L, 1,85 - 2,15 

c 0,17 - 0,22 N, 3,20 - -
D - - 7,50 

Z - - 1,25 
E - - 2,30 

') Wymiar teoretyczny. 

5. Badania w grupie A, B, C i D - wg BN-801 
3375-31/00. 

6. Wymagania szczegółowe do badań grupy A, B, C i D 
a) badania podgrupy Al - sprawdzenie wymiarów 

A, D, /, E wg rysunku i tabl. l, 
b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 wg tabl. 2, 
c) badania grupy B, C i D wg tab I. 3, 
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po 

badaniach grupy B, C i D wg tab I. 4. 
7. Po~ostałe postanowienia - wg BN-8013375-31/00. 

Zgłoszona przez Fabrykę Półprzewodników TEWA 
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Półprzewodników dnia 15 kwietnia 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1987, poz. 22) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA'" 1987. Druk. Wyd . Norm. W-wa. Ark. wyd. 1.00 Nakł . 2500 + 40 Zam. 1205/87 Cena zł 27 .00 
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Tablica 2. Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 C2 

Metoda Wartości graniczne 

Podgrupa 
Rodzaj badania 

Kontrolowany pomiaru 
Warunki 

Jed-

badań 
pomiaru BF 196 

parametr wg PN-74/ nostka 
T-Ol 504 mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 

A2 Sprawdzenie podstawowych ICBO ark. 05 UcB=IDV IE = O nA - 100 

parametrów elektrycznych 
U(BRJCBO ark. 04 I = IO,uA IE = O V 40 c -
U(BRJCEO'1 ark. 07 Ic = 4 mA IB = O V 30 -
U(BRJEBO ark. 04 I = E lO ,uA Ic = O V 4 -

h21E'1 ark. 08 UCE = IOV I - 4 c- mA - 30 -

A3 Drugorzędne parametry UBE ark. Ol I - 4 C- mA UCE = IOV V - 0,85 

C2 elektryczne 
f r ark. 24 Ic = 4 mA 

UCE = 10 V MHz 250 -
f= IDO MHz 

-C12tS ark. 23 -lE = I mA 
Ue/; = ID V pF - 0.3 
f= I MHz 

'wCc ark. 25 Ic = 4 mA 
UCE = IDV ps - 12 
f = 50 MHz 

aGpe rys. 1-2 Ic = 4 - 6 mA 
rys. 1-3 RE + Rc == 3,9 kO dB 30 -

niniejszej -UEE = 25 V 
normy f = 36,4 MHz 

A4 Sprawdzenie parametrów ICBO ark. 05 UCB = IOV 
elektrycznych w I amb = 125°C I - O E- ,uA - 50 
(poziom III i IV) 

') Pomiar impulsowy Ip ~ 300 ,us, /) ~ 2%. 

Tablica 3, Wymagania szczegółowe do badań grupy B, C D 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

I 2 3 4 

I BI, CI Sprawdzenie wytrzymałości mechanicznej wy pro- próba Ub, metoda 2; 2.5 N 

wadzeń Rróba Ual ; 5 N 
~ .. 

Sprawdzenie szczelności próba QI 

2 B3 , C9 Sprawdzenie wytrzymałości na spaqki swobodne położenie tranzystora w czasie spadania wypro-

wadzeniami do góry 

3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymałości na udary wielokrqtne mocowanie za obudowę 

4 B5, C5 Sprawdzenie wytrzymałości na nagłe zmiany TA = -55°C T = , B 125°C 
(poziom jakości 1Il i IV) temperatury 

5 B6, C6 Sprawdzenie odporności na narażenia elektryczne Układ OB wg PN-78/T-01515 ta bl. 5 

-lE = 8 mA, UcB ==20V 

6 C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g 

7 C4 Sprawdzenie wytrzymałości 
. . 

stałe kierunek probierczy, obydwa kierunki wzdłuż na przyspleszellle 

osi wyprowadzeń , mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o stałej 

częstotliwości (dla poziomu jakości I) 
mocowanie za obudowę 

Sprawdzenie wytrzymałości na wibracje o zmiennej 

częstotliwości (dla poziomu jakości III I IV) 
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cd . tab!. 3. 

Lp. Podgrupa badań Rodzaj badania Wymagania szczegółowe 

I 2 3 4 

8 C5 Sprawdzenie wytrzymałości na ciepło lutowania temperatura kąpieli 350°C AQL = 4,0 

9 C7 Sprawdzenie wytrzymałości na zImno 1 sIg min = -55°C 
(poziom jakości IV) 

10 C8 Sprawdzenie wytrzymałości na suche gorąco t = -12'i°C stg max -
(poziom jakości III i IV) 

I I CIO Sprawdzenie wymiarów wg rysunku I tab!. I 

12 Dl Sprawdzenie odpornpści na niskie ciśnienie temperatura narażania 25°C 
(poziom jakości III i IV) atmosferyczne 

13 D2 Sprawdzenie wytrzymałości na rozpuszczalniki alkohol ety lowy, aceton 
sprawdzane wymiary A, D i L wg tab!. I 
I rysunku; masa tranzystora 0.2 g 

14 D3 Sprawdzenie palności palność zewnętrzna 

15 D4 Sprawdzenie wytrzymałości na pleśń bra k porostu pleśni po badaniu 

16 D5 Sprawdzenie wytrzymałości na mgłę solną położenie tranzystora dowolne 

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzlłne w czasie po badaniacb grupy B, C D (poziom I, III IV) 

Metoda Wartości graniczne 

Oznaczenie lit erowe pomIaru Jed-
Lp . Warunki pomiaru Podgrupa badań BF 196 

parametru wg PN-74/ nostka 

T-01 504 mm max 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I I CBO ark. 05 U cB =IO V l - O E- BI , C I, B3, B4, B5, nA - 100 
C2, C4, C5, C7, 
C9, Dl 

B6, C6, C8 nA - 500 

C2') J.LA. - 50 

2 h2lE'l ark. 08 I c = 4 mA BI, B3, B4, B5, CI, - 30 -
U CE = lO V C2, C4, C5, C7, C9 

B6, C6, C8 - 24 -
C2') - 15 -

') W czasie badania. 

') Pom"ilir 'impulsowy rp ~ 300 p.s. Ii .;;; 2%. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Naukowo-Produkcyjne Cen
trum Półprzewodników - Fabryka Półprzewodników TEWA, War
szawa ul. Komarowa 5. 

PN-74/T-01504124 Tranzystory. Pomiar modułu I h21E I w zakresie 
w.cz. i częstotliwości f T 

2. Normy lwilIzane 
PN-74/T-O I 504/01 Tranzystory. Pomiar h21E i napięcIa U BE 
PN-74/T-01504/04 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia U(BRJCBO 

i U(BRJEBO 
PN-74/T-0 1504/05 Tranzystory . Pomiar prądów wstecznych I CBO 

i lEBO 
PN-74/ T-01504/07 Tranzystory. Pomiar napięć przebicia U(BRJCEO' 

U(BRJCER' U(BRJCES' U(BRJCEX metodą impulsową 
PN-74/T-0 1504/08 Tranzystory. Pomiar h21E metodą impulsową 

PN-74/ T-01504/23 Tranzystory. Pomiar parametrów [Yj w zakresie 
w.cz. 

PN-74/T -01504/25 Tranzystory. Pomiar stałej czasowej sprzężenia 

zwrotnego 'bb'Cc 
PN-78/T -01515 Elementy półprzewodnikowe. Ogólne wymagania 

i badania 
BN-80/3375-31/00 Elementy półprzewodnikowe . Tranzystory małej 

mocy, wielkiej częstotliwości 

3. Symbol wyrobu wg KTM BF 196 - 1156213316008. 

4. Wartości dopuszczalne - wg rys. [-I i tab!. I-I. 

5, Dane charakterystyczne - wg tab!. 1-2 i rys. 1-4 1-9. 
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Rys. 1-2. Schemat układu pomiarowego wspók zyn nika wzmocnienia mocy (I stopień wzmacniacza pośredniej częstotliwości) 

Obwód bazy przy regulacji wzmocnienia mocy napięciem RE + Re = 3,9 kO; -VEE = 25 V oraz przy regulacji wzmocnienia mocy prądem : 
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Rys. 1-3. Krzywe spadku wzmocnienia mocy AGp, = const 
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Rys. 1-4. Zależność napięcia kolektor-emiter od impedancji bazy 
V CER = !(ZB) 
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Informacje dodatkowe do BN-87/ 3375-31/09 

Tablica l-l. Wartości dopuszczalne 

Oznaczenie parametru Nazwa parametru 

2 

UCBO 

U CEO 

U EBO 

Jc 

JB 

P/Ol 

Tj 

T SIR 

T.mb 

Oznaczenie 
literowe 

2 

JCBO 

U(BRJCBO 

U(BRiCEO 

U(BR)EBO 

h21E 

U BE 

I T 

r
bb

, Cc 

-C l2es 

aGp 

gile 

ly21e l 

g22e 

Gp 

3 

Napięcie kolektor-baza 

Napięcie kolektor-emiter 

Napięcie emiter-baza 

Prąd kolek tora 

Prąd bazy 

Całkowita moc wejściowa (stała lub średnia) na wszy
stkich elektrodach przy T.mb = 25 °C 

Temperatura złącza 

Temperatura przechowywania 

Temperatura otoczenia w czasie pracy 

Tablica 1-2. Dane charakterystyczne 

Nazwa parametru Warunki pomiaru 

3 4 

Prąd zerowy kolektora UCBO = 10 V, JE = O 

Napięcie przebicia kolektor-baza J -C - 10 pA, JE = O 

Napięcie przebicia kolektor-emiter Jc = 4 mA, JB = O 

Napięcie przebicia emiter-baza J -E - 10 pA, Jc = O 

Statyczny współczynnik wzmocnienia prą- J - 4 C - mA, U CE = IOV 
dowego w układzie wspólnego emitera 

Napięcie baza-emiter Jc = 4 mA, U CE = 10 V 

Częstotliwość gramczna J - 4 C - mA, U CE = 10 V 
f=IOOMHz 

Stała czasowa sprzężenia zwrotnego przy Jc = 4 mA, U CE = IOV 
wielkiej częstotliwości 1=1 MHz 

Pojemność sprzężenia zwrotnego (przy J -E- I mA, U CE = 10 V 
wejściu zwartym dla przebiegów zmien- 1=1 MHz 
nych) w układzie wspólnego emitera 

Zakres regulacji wzmocnienia mocy Jc = 4 -;- 8 mA 
f = 36,4 MHz 

Małosygnałowa zwarciowa konduktancja Jc = 4 mA 
wejściowa w układzie wspólnego emitera 

Moduł zwarciowej admitancji przenosze- U CE = IOV 
nia wprzód w układzie wspólnego emitera 

Małosygnałowa zwarciowa konduktancja f= 35 MHz 
wyjściowa w układzie wspólnego emitera 

Wzmocnienie mocy Jc = 4 mA, -UEE = 25 V 
RE + Rc = 3,9 kl1 
f = 36,4 MHz 

5 

Jednostka 
Wartości dopuszczalne 

BF 196 

4 5 

V 40 

V 30 

V 4 

mA 25 

mA 3 

mW 160 

oC 125 

oC -55 125 

oC -40 125 

Jed- Typ BF 196 
nostka 

mm typ max 

5 6 7 8 

nA - - 100 

V 40 - -
V 30 - -
V 4 - -

- 30 - -

V - 0,75 0,85 

MHz 250 400 -

ps - - 12 

pF - 0,25 0,3 

dB - 60 -

mS - 4 -

mS - 105 -

iJ.S - 40 -

dB - 26 -
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Rys . 1-5 . Charakterystyka wyjściowa l e = f ( UCE ) 
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Rys , 1·7. Zal ei'.ność admitancji wejśc i owej od prądu emitera gile: 

CI/e = f(lł) 
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Rys. 1-8. Zależność admitancji przejściowej wprzód od prądu ko

lektora I Y21el ; 'l'2l e = f(lcJ 
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Rys. 1-9. Zależność admitancji w)J,eiowej od prądu kolektora g22e: 

C22e = f(Ic) 


